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【はじめに】我々は ZnTeを用いたテラヘルツ波検出素子応用に向け、サファイア基板/ZnTe薄膜

構造に注目している。以前の応用物理学会において、m(1-100)面基板を熱処理すると、基板に縞

状の構造が現れること、その上に作製した ZnTe薄膜の結晶性は改善されることを報告した。m面

を熱処理することで現れる構造は m面のステップ-テラス構造ではなく、r面{1-102}と S面{10-11}

からなるナノファセット構造であると報告されている[1]。ナノファセット構造の基板を成長に用

いると、結晶性の改善の他にもナノファセットの方位に沿った結晶成長が期待できることから、

ELOに応用することが可能ではないかと考えた。そこで m面ナノファセット基板上に ZnTe薄膜

を作製し、その成長過程の解析を行うことで ELOへの適応性について検討した。更に X線回折の

極点図法を使い、ナノファセットの方位と ZnTeの成長方位の関連性を詳細に評価した。 

【実験方法】ZnTe 薄膜の成長は MBE 法で行なった。ナノファセットが形成されることが知られ

ている大気下 1300℃で 5時間の熱処理を行った m面基板を用いた(Fig.1(a))。ナノファセットが形

成された基板上に 100℃で 3.5nm の ZnTeバッファ層を堆積し、300℃10分間のアニールを行った

後、340℃で 2時間 1μmの成長を行った[2]。結晶成長の各段階における表面の状態を AFMで観察

した。極点図測定には ZnTe 111の回折を用いた。 

【実験結果】m面ナノファセット基板上に作製した ZnTeバッファ層や 5分間成長後の ZnTeの表

面 AFM 像を Fig.1(b), (c)に示す。バッファ層表面(Fig.1(b))はナノファセット基板上に一様に堆積

し、その上に粒子が確認された。一方、5分成長(40nm相当の膜厚)した ZnTe表面(Fig.1(c))はナノ

ファセット上に大きな粒子が成長し、ナノファセットを覆っていた。但し、縞状に堆積している

ナノファセットの本数が 17本/μmから 12本/μmに減少していた。100nm相当まで成長させると、

粒上の ZnTeが更に大きくなった。同時にナノファセット構造も確認出来なくなった。成長をさら

に続けると粒同士が結合し合い、膜を形成していくものと考えられる。また、m 面ナノファセッ

ト基板上 ZnTe薄膜の ZnTe 111極点図を検討した結果、表面から c軸方向に 18度傾いた ZnTe(111)

が配向していることが明らかになった。このことより ZnTe(331)が配向したと考えられる。2個の

ZnTe(331)の単位格子と 3個の m面の単位格子で格子整合すると考えられるため、ナノファセット

の本数は ZnTe薄膜が成長することで約 2/3に減少したと思われる。熱処理を行っていない m面基

板には m 面の原子配列と格子整合する ZnTe(211)が配向することを報告してきた[2]。しかし、今

回は m面とのなす角が 17.6度である S面に ZnTe(111)が配向したものと考えられ、以前の結果と

比較してもナノファセットの S 面が m 面ナノファセット基板上の ZnTe 薄膜の結晶方位に影響を

与えていることが明らかになった。 
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Fig.1. サファイアm面ナノファセット基板上 ZnTe薄膜の成長過程:(a)サファイアm面ナノファセッ
ト基板, (b)ZnTeバッファ層表面, (c) 5分成長(40nm相当の膜厚)した ZnTe層表面 
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